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Для дослідників, що працюють в області напівпровідникового матеріалознавства 
значний інтерес становлять складні халькогеніди РЗМ, для яких характерними є 
відтворюваність результатів експерименту та комплекс унікальних напівпровідникових 
властивостей. РЗМ вмісні сполуки та композити на їх основі мають широке практичне 
використання в якості високоефективних магнітів, магнітних систем ламп і ін. Cинтез 
багатокомпонентних халькогенідних сплавів, встановлення їх фазового складу, 
ідентифікація та вивчення кристалічної структури сполук та окремих фаз є важливим 
кроком на шляху пошуку нових перспективних матеріалів. 
У даній роботі представлено результати дослідження фазових рівноваг у 
квазіпотрійній системі ZnS – Pr2S3 – Ga2S3 за температури 770 К з метою пошуку нових 
матеріалів та тетрарних сполук. Вихідними компонентами досліджуваної системи є 
бінарні напівпровідникові сполуки ZnS, Pr2S3, Ga2S3, кристалічна структура яких 
детально вивчена та описана у науковій літературі [1-5]. 
Синтез сплавів проводили з простих речовин із вмістом основного компонента не 
менше 99,99 ваг. % у вакуумованих кварцевих контейнерах в електричній муфельній 
печі з програмним управлінням технологічними процесами МП-30. Максимальна 
температура синтезу становила 1370 Κ. Гомогенізуючий відпал за температури 770 К 
проводили на протязі 500 годин. Рентгенофазовий аналіз здійснювали за 
дифрактограмами, які були зняті на дифрактометрі ДРОН-4-13 в межах 2 = 10 - 80 
(CuKα – випромінювання, крок сканування – 0.05, експозиція у кожній точці – 4 с). 
Обробку даних та визначення кристалічної структури здійснювали за допомогою 
пакету програм CSD [6].  
В обмежуючих бінарних системах дослідженої квазіпотрійної системи за 
температури відпалу сплавів нами підтверджено існування двох тернарних сполук, а 
саме: ZnGa2S4 (ПГ 4I , тетрагональна сингонія, [7]) та Pr3Ga1.67S7 (ПГ 36P , 
гексагональна сингонія, [8]). У бінарній системі ZnS – Pr2S3 сплави із компонентним 
вмістом 25, 50 та 75 мол. % Pr2S3 є двохфазними. 
Існування тетрарних сполук у квазіпотрійній системі ZnS – Pr2S3 – Ga2S3 за 
температури відпалу сплавів не встановлено. За результатами фазового аналізу 
побудовано ізотермічний переріз дослідженої системи (рис. 1). За температури 770 К у 
цій системі в стані термодинамічної рівноваги перебуває п’ять одно-, сім дво- та три 
трифазних поля. 
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Рис. 1. Ізотермічний переріз системи ZnS – Pr2S3 – Ga2S3 за температури 770 К:  
1 – ZnS + Pr2S3; 2 –ZnS + ZnGa2S4; 3 – Ga2S3 + ZnGa2S4; 4 – Ga2S3 + Pr3Ga1,67S7;  
5 – Pr2S3 + Pr3Ga1,67S7; 6 – ZnS + Pr3Ga1,67S7; 7 – ZnGa2S4 + Pr3Ga1,67S7;  
8 – Pr2S3 + ZnS + Pr3Ga1,67S7; 9 – ZnS + ZnGa2S4 + Pr3Ga1,67S7;  
10 – Ga2S3 + ZnGa2S4 + Pr3Ga1,67S7. 
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